
図 1 THz-TDSE の原理図． 
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窒化物半導体デバイスは単結晶基板上のエピタキシャル薄膜上に作製される．薄膜及びバルク

基板について非破壊•非接触での電気特性の評価手段が確立されれば，今後の窒化物半導体デバイ

ス開発がより加速されると期待される． 

長島らにより，半導体の非破壊•非接触の電気的特性評価

手法としてテラヘルツ時間領域分光エリプソメトリー

(THz-TDSE と訳す)1,2が提案されている．図 1 に原理図を示

す．THz-TDSE は斜入射させた電磁波の s 及び p 偏光複素反

射率(それぞれ rs及び rp)の比から試料の光学定数を導出する

通常の反射測定と異なり，試料の交換を要するリファレンス

測定が不要なため，その場観察が可能という利点がある．こ

れまでに，藤井ら 3によって，MOCVD 法による直径 2 イン

チ c 面サファイア上 GaN エピ単層膜に対しても THz-TDSE

が有効であることが示されてきた． 

今回，我々は THz-TDSE 測定により得られる電気的特性の

妥当性を検討するために，n 型 GaN バルク(直径１インチ)に

ついての THz 測定結果と従来評価手法による測定結果を比

較した．THz-TDSE による評価結果をキャリア密度及び散乱

時間をパラメータとしてドルーデモデルを用いてフィッテ

イングした結果を図 2 に示す．自由キャリア密度及び散乱時

間はそれぞれ 8.0×1018 cm-3，0.023 ps であり，これらから導

出される移動度及び直流抵抗率はそれぞれ 206 cm2/Vs，及び

3.8×10-3 Ωcm である．同一試料について CV 測定をした結

果，イオン化不純物濃度は 4×1019 cm-3程度であった．講演

ではさらに詳細な CV 測定結果の他，PL 法，CL 法，XRD 測定及びホール効果測定の結果と比較

して THz 測定の妥当性を議論する．さらにサファイア上の GaN エピタキシャル膜についても報告

する． 
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図 2 GaN バルクの振幅反射率比(上) 

及び位相差スペクトル(下)． 
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